
め、ITO代替材料の成膜方法もスパッタリング法に適した材料とすることが好ましい。こうすることにより、ターゲットを交換するだけで、材料の変更が可能となる。

本資料では、上記の考えに基づき、一般的なdcマ

グネトロンスパッタリング用ターゲット材料の観点か

ら、脱In材料候補であるZAO（Al添加ZnO）薄膜の特
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図１　金属インジウム価格の推移



り、代替材料の有力候補と考えられる。

ZnO系透明導電性は古くから知られていて、低抵抗



膜厚150nm →　1200μΩcm

とITO（200μΩcm以下）と比べて一桁高い値となっ

た。

そこで、ZAOターゲットの改良を行い抵抗率の低減

を試みた。結果を図３中に示す。これにより、

膜厚100nm →　700μΩcm

膜厚150nm →　580μΩcm

と大幅な抵抗率の低減に成功した。薄膜の断面構造を

FE-TEM（Field Emission Transmission Electron

Microscope）を用いて観察した。結果を図４に示す。

従来からのターゲットを用いた場合では、薄膜を形成

する結晶粒が基板に対して垂直方向から角度を持って

雑然と成長している。これに対し、改良ターゲットを

用いた場合では、結晶粒が基板に対して垂直方向に揃

って整然と成長していることがわかる。この結晶性の

向上が、キャリア密度および移動度の向上に寄与した

と考えられる。

［2］光学特性

膜厚＝150nmにおける透過率および反射率を図５に

示す。ITOと同等の透過率が得られている。特に400

～500nmの波長域においては、ITOと比べて約4％高

い値を示した。光学特性に関しては、問題なく使 ₄ ㇵ臭 ぽ∵謂 3 邳 図Ｖを鹿ａ ∵Ξ




